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4H-SiCバイポーラデバイスの通電劣化対策として、短い少数キャリア寿命を有す

るバッファ層(再結合促進層)の適用を検討してきた。n型層(Nドープ層)の少数キャ

リア寿命制御においては、Vドーピングが有効であることを報告している[1, 2]。本

発表では、Al/Vドープp型層を成長し、深い準位および少数キャリア寿命の評価を行

った結果について報告する。 

4H-SiC 基板(4o off, Si 面)上に、Alドーパント源であるTMA流量を固定し、Vドー

パント源であるVCl4流量を変化させて、エピタキシャル層を成長した。その後、熱処

理として、(1)Ar アニール(1550℃ 30 min)、(2)炭素拡散処理 (熱酸化 1300℃ 

10h, Ar アニール 1550℃ 30 min)を施した。各試料の少数キャリア寿命を時間分解

PL法により評価した結果を図1に示す。V密度の増加に伴って少数キャリア寿命が減

少すること、成長後の熱処理に対して安定であることが分かる。また、DLTS法によ

り、V4+/5+トラップ準位密度がV密度に比

例することが確認された。 

以上の結果は、Alドープp型層におい

ても、V同時ドーピングによって、熱処

理に対して安定かつ効率的なキャリア再

結合中心を導入できることを示してい

る。なお、Al密度(1×1016cm-3)/V密度(2

×1012cm-3)レベルの同時ドーピングは可

能であるが、今回の成長条件において

は、より高いAl/V密度の同時ドーピング

は困難であることが示唆された。 
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図 1: Al / V ドープ p 型層の少数キャリア寿命 
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